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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　強化ガラス板の表面に一方の面が接合された板状の加工対象物を準備する工程と、
　前記加工対象物の切断予定ラインに沿って前記強化ガラス板にレーザ光を照射すること
により、前記切断予定ラインに沿って前記強化ガラス板に改質領域を形成し、前記改質領
域を起点として発生した亀裂を前記一方の面を越えて前記加工対象物の内部まで伸展させ
る工程と、
　前記強化ガラス板及び前記加工対象物に対して力を加えることにより、前記改質領域を
起点として発生した亀裂を前記加工対象物の他方の面まで伸展させて前記加工対象物を切
断する工程と、を備えることを特徴とする加工対象物切断方法。
【請求項２】
　前記加工対象物を切断する工程においては、前記強化ガラス板の裏面に取り付けられた
拡張可能な保持部材を拡張することにより、前記強化ガラス板及び前記加工対象物に対し
て力を加える、ことを特徴とする請求項１に記載の加工対象物切断方法。
【請求項３】
　前記改質領域を形成する工程においては、前記強化ガラス板の裏面をレーザ光入射面と
して前記強化ガラス板に前記レーザ光を照射する、ことを特徴とする請求項１又は２に記
載の加工対象物切断方法。
【請求項４】
　前記加工対象物の前記一方の面と前記強化ガラス板の前記表面とは、表面活性化接合に
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よって接合されている、ことを特徴とする請求項１～３のいずれか一項に記載の加工対象
物切断方法。
【請求項５】
　前記加工対象物は、半導体基板と前記半導体基板の上に形成された半導体層とを有し、
　前記半導体層は、光を発生するための活性層を含む、ことを特徴とする請求項１～４の
いずれか一項に記載の加工対象物切断方法。
【請求項６】
　前記強化ガラス板は、前記強化ガラス板の厚さ方向から見て前記加工対象物よりも大き
い、ことを特徴とする請求項１～５のいずれか一項に記載の加工対象物切断方法。
【請求項７】
　前記強化ガラス板は、前記強化ガラス板の厚さ方向から見て前記加工対象物と略同一の
形状である、ことを特徴とする請求項１～５のいずれか一項に記載の加工対象物切断方法
。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、板状の加工対象物を切断予定ラインに沿って切断するための加工対象物切断
方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　上記技術分野の従来の技術として、例えば、特許文献１に記載の加工対象物切断方法が
知られている。この加工対象物切断方法は、例えば、シリコン基板を含む板状の分断用加
工対象物と、ＬＴＣＣ（Low　Temperature　Co-Fired　Ceramics：低温同時焼成セラミッ
クス）基板を含む板状の加工対象物とを互いに接合した後に、分断用加工対象物のシリコ
ン基板にレーザ光を照射することによってシリコン基板の内部に改質領域を形成する。そ
して、分断用加工対象物に力を印加することにより、その改質領域から亀裂を伸展させて
、分断用加工対象物と加工対象物とを切断する。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２０１１－２６１７７号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　特許文献１に記載の加工対象物切断方法においては、上述したように、分断用加工対象
物にレーザ光を照射して改質領域を形成し、その改質領域から生じた亀裂を加工対象物に
伸展させて加工対象物を切断する。このため、特許文献１に記載の加工対象物切断方法に
よれば、切断対象となる加工対象物に切断の起点を形成する必要がないので、その材料に
左右されずに精度よく加工対象物を切断することができる。このように、上記技術分野に
おいては、加工対象物の材料に左右されず、切断予定ラインに沿って精度よく加工対象物
を切断することが望まれている。
【０００５】
　本発明は、そのような事情に鑑みてなされたものであり、加工対象物の材料に左右され
ずに、切断予定ラインに沿って精度よく加工対象物を切断することができる加工対象物切
断方法を提供することを課題とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　上記課題を解決するために、本発明に係る加工対象物切断方法は、強化ガラス板の表面
に一方の面が接合された板状の加工対象物を準備する工程と、加工対象物の切断予定ライ
ンに沿って強化ガラス板にレーザ光を照射することにより、切断予定ラインに沿って強化
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ガラス板に改質領域を形成する工程と、強化ガラス板及び加工対象物に対して力を加える
ことにより、改質領域を起点として発生した亀裂を加工対象物の他方の面まで伸展させて
加工対象物を切断する工程と、を備えることを特徴とする。
【０００７】
　この加工対象物切断方法においては、切断対象である加工対象物に接合された強化ガラ
ス板にレーザ光を照射することにより、加工対象物の切断予定ラインに沿って強化ガラス
板に改質領域を形成する。そして、強化ガラス板と加工対象物とに力を加えることにより
、強化ガラス板の改質領域から生じた亀裂を加工対象物の他方の面まで伸展させて加工対
象物を切断する。強化ガラス板は、レーザ光の照射より形成された改質領域が内部応力の
開放の起点となり、強い切断性を発揮する。このため、この加工対象物切断方法によれば
、強化ガラス板の改質領域から生じた亀裂を加工対象物の他方の面まで確実に伸展させる
ことができるので、加工対象物の切断に際し、加工対象物にレーザ光を照射して切断の起
点を形成する必要が無い。よって、この加工対象物切断方法によれば、加工対象物の材料
に左右されずに、切断予定ラインに沿って精度よく加工対象物を切断することができる。
【０００８】
　本発明に係る加工対象物切断方法においては、加工対象物を切断する工程において、強
化ガラス板の裏面に取り付けられた拡張可能な保持部材を拡張することにより、強化ガラ
ス板及び加工対象物に対して力を加えることができる。この場合、保持部材を拡張させる
だけで、強化ガラス板の改質領域から生じた亀裂を加工対象物の他方の面まで容易に伸展
させることができる。
【０００９】
　本発明に係る加工対象物切断方法においては、改質領域を形成する工程において、強化
ガラス板の裏面をレーザ光入射面として強化ガラス板にレーザ光を照射することができる
。この場合、加工対象物がレーザ光を導光し易いか否かにかかわらず、強化ガラス板に改
質領域を確実に形成することができる。また、加工対象物に対するレーザ光の影響を低減
することができる。
【００１０】
　本発明に係る加工対象物切断方法においては、加工対象物の一方の面と強化ガラス板の
表面とは、表面活性化接合によって接合されているものとすることができる。この場合に
は、加工対象物と強化ガラス板との接合の際に、加工対象物が高温になることを避けるこ
とができる。
【００１１】
　本発明に係る加工対象物切断方法においては、加工対象物は、半導体基板と半導体基板
の上に形成された半導体層とを有し、半導体層は、光を発生するための活性層を含むこと
ができる。上述したように、本発明に係る加工対象物切断方法によれば、加工対象物にレ
ーザを照射して切断の起点を形成する必要がないので、加工対象物の切断面に加工痕が生
じない。このため、加工対象物の切断面を半導体レーザ素子の共振面として好適に機能さ
せることができる。
【００１２】
　本発明に係る加工対象物切断方法においては、強化ガラス板は、強化ガラス板の厚さ方
向から見て加工対象物よりも大きいものとすることができる。この場合には、強化ガラス
板に加工対象物を接合する際のアライメントが容易となる。
【００１３】
　本発明に係る加工対象物切断方法においては、強化ガラス板は、強化ガラス板の厚さ方
向から見て加工対象物と略同一の形状であるものとすることができる。この場合には、強
化ガラス板のロスを低減することができる。
【発明の効果】
【００１４】
　本発明によれば、加工対象物の材料に左右されずに、切断予定ラインに沿って精度よく
加工対象物を切断することができる加工対象物切断方法を提供することができる。
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【図面の簡単な説明】
【００１５】
【図１】改質領域の形成に用いられるレーザ加工装置の概略構成図である。
【図２】改質領域の形成の対象となる加工対象物の平面図である。
【図３】図２の加工対象物のIII－III線に沿っての断面図である。
【図４】レーザ加工後の加工対象物の平面図である。
【図５】図４の加工対象物のV－V線に沿っての断面図である。
【図６】図４の加工対象物のVI－VI線に沿っての断面図である。
【図７】本発明の一実施形態に係る加工対象物切断方法が適用される加工対象物の平面図
である。
【図８】図７の加工対象物の切断予定ラインに沿っての部分断面図である。
【図９】本発明の一実施形態に係る加工対象物切断方法を説明するための部分断面図であ
る。
【図１０】加工対象物と強化ガラス板とを接合した様子を示す斜視図である。
【図１１】本発明の一実施形態に係る加工対象物切断方法を説明するための部分断面図で
ある。
【図１２】本発明の一実施形態に係る加工対象物切断方法を説明するための部分断面図で
ある。
【図１３】加工対象物及び強化ガラス板の切断面を示す拡大写真である。
【図１４】加工対象物と強化ガラス板とを接合した様子を示す斜視図である。
【発明を実施するための形態】
【００１６】
　以下、本発明の一実施形態について、図面を参照して詳細に説明する。なお、各図にお
いて、同一又は相当部分には同一の符号を付し、重複する説明を省略する。
【００１７】
　本発明の一実施形態に係る加工対象物切断方法では、切断対象である加工対象物の切断
予定ラインに沿って強化ガラス板にレーザ光を照射することにより、切断予定ラインに沿
って強化ガラス板の内部に切断の起点となる改質領域を形成する。そこで、まず、その改
質領域の形成について、図１～６を参照して説明する。
【００１８】
　図１に示されるように、レーザ加工装置１００は、レーザ光Ｌをパルス発信するレーザ
光源１０１と、レーザ光Ｌの光軸（光路）の向きを９０°変えるように配置されたダイク
ロイックミラー１０３と、レーザ光Ｌを集光するための集光用レンズ１０５と、を備えて
いる。また、レーザ加工装置１００は、集光用レンズ１０５で集光されたレーザ光Ｌが照
射される加工対象物１を支持するための支持台１０７と、支持台１０７を移動させるため
のステージ１１１と、レーザ光Ｌの出力やパルス幅等を調整するためにレーザ光源１０１
を制御するレーザ光源制御部１０２と、ステージ１１１の駆動を制御するステージ制御部
１１５と、を備えている。
【００１９】
　このレーザ加工装置１００においては、レーザ光源１０１から出射されたレーザ光Ｌは
、ダイクロイックミラー１０３によってその光軸の向きを９０°変えられ、支持台１０７
上に載置された加工対象物１の内部に集光用レンズ１０５によって集光される。これと共
に、ステージ１１１が移動させられ、加工対象物１がレーザ光Ｌに対して切断予定ライン
５に沿って相対移動させられる。これにより、切断予定ライン５に沿って改質領域が加工
対象物１に形成されることとなる。
【００２０】
　加工対象物１としては、種々の材料（例えば、ガラス、半導体材料、圧電材料等）から
なる板状の部材（例えば、基板、ウェハ等）が用いられる。図２に示されるように、加工
対象物１には、加工対象物１を切断するための切断予定ライン５が設定されている。切断
予定ライン５は、直線状に延びた仮想線である。加工対象物１の内部に改質領域を形成す
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る場合、図３に示されるように、加工対象物１の内部に集光点Ｐを合わせた状態で、レー
ザ光Ｌを切断予定ライン５に沿って（すなわち、図２の矢印Ａ方向に）相対移動させる。
これにより、図４～６に示されるように、改質領域７が切断予定ライン５に沿って加工対
象物１の内部に形成され、切断予定ライン５に沿って形成された改質領域７が切断起点領
域８となる。
【００２１】
　なお、集光点Ｐとは、レーザ光Ｌが集光する箇所のことである。また、切断予定ライン
５は、直線状に限らず曲線状であってもよいし、仮想線に限らず加工対象物１の表面３に
実際に引かれた線であってもよい。また、改質領域７は、連続的に形成される場合もある
し、断続的に形成される場合もある。また、改質領域７は列状でも点状でもよく、要は、
改質領域７は少なくとも加工対象物１の内部に形成されていればよい。また、改質領域７
を起点に亀裂が形成される場合があり、亀裂及び改質領域７は、加工対象物１の外表面（
表面、裏面、若しくは外周面）に露出していてもよい。
【００２２】
　ここで、レーザ光Ｌは、加工対象物１を透過すると共に加工対象物１の内部の集光点Ｐ
近傍において特に吸収され、これにより、加工対象物１に改質領域７が形成される（すな
わち、内部吸収型レーザ加工）。よって、加工対象物１の表面３ではレーザ光Ｌが殆ど吸
収されないので、加工対象物１の表面３が溶融することはない。一般的に、表面３から溶
融され除去されて穴や溝等の除去部が形成される（表面吸収型レーザ加工）場合、加工領
域は表面３側から徐々に裏面側に進行する。
【００２３】
　ところで、本実施形態において形成される改質領域は、密度、屈折率、機械的強度やそ
の他の物理特性が周囲と異なる状態になった領域をいう。改質領域としては、例えば、溶
融処理領域（一旦溶融後に再固化した領域、溶融状態にある領域、及び溶融状態から再固
化する途中の状態にある領域の少なくとも一つを含む領域を意味する）、クラック領域、
絶縁破壊領域、及び、屈折率変化領域等があり、これらが混在した領域もある。さらに、
改質領域としては、加工対象物の材料において改質領域の密度が非改質領域の密度と比較
して変化した領域や、格子欠陥が形成された領域がある（これらをまとめて高密転移領域
ともいう）。
【００２４】
　また、溶融処理領域や屈折率変化領域、改質領域の密度が非改質領域の密度と比較して
変化した領域、格子欠陥が形成された領域は、さらに、それらの領域の内部や改質領域と
非改質領域との界面に亀裂（割れ、マイクロクラック等）を内包している場合がある。内
包される亀裂は、改質領域の全面に渡る場合や一部分のみや複数部分に形成される場合が
ある。加工対象物１としては、例えば、シリコン、ガラス、ＬｉＴａＯ３またはサファイ
ア（Ａｌ２Ｏ３）からなる基板やウェハ、またはそのような基板やウェハを含むものが挙
げられる。
【００２５】
　また、本実施形態においては、切断予定ライン５に沿って改質スポット（加工痕）を複
数形成することによって、改質領域７を形成している。改質スポットとは、パルスレーザ
光の１パルスのショット（つまり１パルスのレーザ照射：レーザショット）で形成される
改質部分であり、改質スポットが集まることにより、改質領域７となる。改質スポットと
しては、クラックスポット、溶融処理スポット、若しくは屈折率変化スポット、またはそ
れらの少なくとも２つが混在するもの等が挙げられる。このような改質スポットについて
は、要求される切断精度、要求される切断面の平坦性、加工対象物の厚さ、種類、結晶方
位等を考慮して、その大きさや発生する亀裂の長さを適宜制御することが好ましい。
【００２６】
　引き続いて、図７～１３を参照して、本発明の一実施形態に係る加工対象物切断方法に
ついて説明する。図７は、本実施形態に係る加工対象物切断方法が適用される加工対象物
の平面図である。図８は、図７に示された加工対象物の切断予定ラインに沿っての部分断
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面図である。
【００２７】
　図７，８に示されるように、板状の加工対象物１０は、ＧａＡｓ等のＩＩＩ－Ｖ族化合
物半導体からなる半導体基板２と、半導体基板２の表面２ａの上に形成された半導体レー
ザ素子のための半導体層４とを備えている。ここでは、半導体層４の表面４ａが加工対象
物１０の表面（他方の面）１０ａとなり、半導体基板２の裏面２ｂが加工対象物１０の裏
面（一方の面）１０ｂとなる。半導体層４は、例えばＧａＡｓ等のＩＩＩ－Ｖ族化合物半
導体からなり光を発生するための活性層を含むと共に、マトリックス状に配列された複数
の素子部１５を有している。加工対象物１０を切断するための切断予定ライン５は、隣り
合う素子部１５の間を通るように格子状に設定されている。
【００２８】
　以上のように構成された加工対象物１０に対して、本実施形態に係る加工対象物切断方
法を適用する。本実施形態に係る加工対象物切断方法においては、まず、図９の（ａ）に
示されるように、強化ガラス板２０を用意する。強化ガラス板２０は、例えば化学強化ガ
ラスからなる。化学強化ガラスは、例えば、通常のガラスをカリウム溶液に浸けこんで、
表面のナトリウムイオンとカリウムイオンとを置換することにより、その表面に圧縮応力
層を形成することにより製造することができる。したがって、強化ガラス板２０は、引張
応力層と、その引張応力層を覆うように形成された圧縮応力層とを有し、内部に応力を保
持している。
【００２９】
　続いて、図９の（ｂ）に示されるように、加工対象物１０の裏面１０ｂを、強化ガラス
板２０の表面２０ａに接合する。加工対象物１０の裏面１０ｂと強化ガラス板２０の表面
２０ａとは、例えば表面活性化接合によって直接接合することができる。より具体的には
、真空中において、加工対象物１０の裏面１０ｂ及び強化ガラス板２０の表面２０ａに不
活性ガスのイオンビーム等を照射し、酸化物や吸着分子等を除去する。これにより、加工
対象物１０の裏面１０ｂ及び強化ガラス板２０の表面２０ａに露出した原子は、化学結合
を形成する結合手の一部が結合相手を失い、他の原子に対する強い結合力を有する状態と
なる。この状態において、加工対象物１０の裏面１０ｂと強化ガラス板２０の表面２０ａ
とを接触させると、裏面１０ｂと表面２０ａとが強固に接合される。
【００３０】
　なお、ここでは、図１０に示されるように、加工対象物１０が略円盤状であるのに対し
て、強化ガラス板２０は矩形板状である。また、強化ガラス板２０及び加工対象物１０の
厚さ方向から見て、強化ガラス板２０は加工対象物１０より大きい。このため、加工対象
物１０と強化ガラス板２０とを接合する際のアライメントが容易となる。
【００３１】
　続いて、強化ガラス板２０の裏面２０ｂを上側にして、加工対象物１０及び強化ガラス
板２０をレーザ加工装置の支持台（図示せず）上に載置する。そして、図１１に示される
ように、強化ガラス板２０の裏面２０ｂをレーザ光入射面として強化ガラス板２０の内部
に集光点Ｐを合わせてレーザ光Ｌを照射し、支持台の移動によって、各切断予定ライン５
に沿って集光点Ｐを相対的に移動させる。
【００３２】
　この各切断予定ライン５に沿った集光点Ｐの相対的な移動を、１本の切断予定ライン５
に対して複数回行う。そのとき、集光点Ｐと裏面２０ｂとの距離を各回で変えることによ
り、表面２０ａ側から順に、１本の切断予定ライン５に対して複数列の改質領域７を強化
ガラス板２０の内部に１列ずつ形成する。ここで形成される改質領域７は、例えば、クラ
ック領域や溶融処理領域等を含む。
【００３３】
　この改質領域７の形成により、改質領域７を起点として強化ガラス板２０の厚さ方向に
発生した亀裂１７を、切断予定ライン５に沿って強化ガラス板２０の裏面２０ｂに到達さ
せる。なお、１本の切断予定ライン５に対して形成すべき改質領域７の列数は、強化ガラ
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ス板２０の厚さや強化ガラス板２０の強化度等に応じて変化させることができる。例えば
、強化ガラス板２０が比較的薄く、１本の切断予定ライン５に対して１列の改質領域７を
形成することにより、亀裂１７を強化ガラス板２０の裏面２０ｂに到達させることができ
れば、１本の切断予定ライン５に対して複数列の改質領域７を形成する必要は無い。
【００３４】
　なお、強化ガラス板２０は、内部応力の開放効果に起因して、強い切断性を発揮する。
このため、強化ガラス板２０においては、改質領域７を起点として発生した亀裂１７が自
然に伸展し、強化ガラス板２０の裏面２０ｂ及び表面２０ａに到達する場合がある。さら
には、強化ガラス板２０において発生した亀裂１７が自然に伸展する結果、加工対象物１
０の裏面１０ｂを越えて加工対象物１０の内部まで自然に亀裂が伸展する場合もある。
【００３５】
　続いて、図１２の（ａ）に示されるように、強化ガラス板２０の裏面２０ｂに拡張可能
なエキスパンドテープ（保持部材）３０を貼り付ける。そして、図１２の（ｂ）に示され
るように、エキスパンドテープ３０を拡張させて、改質領域７を起点として生じた亀裂１
７が開く方向に、強化ガラス板２０及び加工対象物１０に力を加える。これにより、改質
領域７を起点として発生した亀裂１７を加工対象物１０の表面１０ａに至るまで伸展させ
て、切断予定ライン５に沿って強化ガラス板２０及び加工対象物１０を切断する。これに
より、加工対象物１０が素子部１５を含む複数のチップに切断される。その後、必要に応
じて、切断された加工対象物１０から強化ガラス板２０を取り除く。
【００３６】
　図１３は、以上のようにして切断した加工対象物１０及び強化ガラス板２０の切断面を
示す拡大写真である。図１３に示されるように、この加工対象物切断方法によれば、加工
対象物１０に加工痕を生じさせないので、加工対象物１０の切断面の鏡面化が達成されて
いる。
【００３７】
　以上説明したように、本実施形態に係る加工対象物切断方法においては、切断対象であ
る加工対象物１０に接合された強化ガラス板２０にレーザ光Ｌを照射することによって、
加工対象物１０の切断予定ライン５に沿って強化ガラス板２０に改質領域７を形成する。
そして、強化ガラス板２０と加工対象物１０とに力を加えることにより、強化ガラス板２
０の改質領域７から生じた亀裂１７を加工対象物１０の表面１０ａまで伸展させて加工対
象物１０を切断する。
【００３８】
　上述したように、強化ガラス板２０は、レーザ光Ｌの照射より形成された改質領域７が
内部応力の開放の起点となり、強い切断性を発揮する。このため、本実施形態に係る加工
対象物切断方法によれば、強化ガラス板２０の改質領域７から生じた亀裂１７を加工対象
物１０の表面１０ａまで確実に伸展させることができるので、加工対象物１０の切断に際
し、加工対象物１０にレーザ光Ｌを照射して切断の起点を形成する必要が無い。よって、
本実施形態に係る加工対象物切断方法によれば、加工対象物１０の材料に左右されずに、
切断予定ライン５に沿って精度よく加工対象物１０を切断することができる。
【００３９】
　特に、本実施形態に係る加工対象物切断方法によれば、加工対象物１０に加工痕が生じ
ないので、加工対象物１０の切断面の鏡面化を達成することができる。このため、本実施
形態に係る加工対象物切断方法によれば、加工対象物１０の切断面を共振面とする半導体
レーザ素子を作製することが可能となる。また、加工対象物１０の切断面に加工痕が生じ
ないので、切断後の加工対象物１０の抗折強度を向上することができる。
【００４０】
　また、本実施形態に係る加工対象物切断方法においては、強化ガラス板２０の裏面２０
ｂをレーザ光入射面とするので、加工対象物１０がレーザ光Ｌを導光し易いか否かにかか
わらず、強化ガラス板２０に改質領域７を確実に形成することができる。また、加工対象
物１０に対するレーザ光Ｌの影響を低減することができる。
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【００４１】
　また、本実施形態に係る加工対象物切断方法においては、加工対象物１０と強化ガラス
板２０とを表面活性化接合によって接合するので、例えば陽極接合を用いる場合に比べて
、加工対象物１０が高温になることを避けることができる（すなわち、加工対象物１０と
強化ガラス板２０とを常温にて接合することができる）。その結果、例えば熱膨張係数が
異なる材料からなる物同士を接合できる等、接合材料の種類が限定されない。
【００４２】
　以上の実施形態は、本発明に係る加工対象物切断方法の一実施形態を説明したものであ
る。したがって、本発明に係る加工対象物切断方法は、上述のものに限定されない。本発
明に係る加工対象物切断方法は、特許請求の範囲に記載した各請求項の要旨を変更しない
範囲において、上述のものを任意に変形したものとすることができる。
【００４３】
　例えば、強化ガラス板２０の形状・寸法は、図１０に示される態様に限定されない。強
化ガラス板２０は、例えば、図１４の（ａ）に示されるように、加工対象物１０及び強化
ガラス板２０の厚さ方向からみて、加工対象物１０と略同一の形状とすることができる。
この場合には、強化ガラス板２０のロスを低減することができる。或いは、強化ガラス板
２０は、例えば、図１４の（ｂ）に示されるように、円盤状であり、且つ、加工対象物１
０及び強化ガラス板２０の厚さ方向からみて加工対象物１０よりも大きいものとしてもよ
い。この場合には、加工対象物１０と強化ガラス板２０とを接合する際のアライメントが
容易となる。
【００４４】
　また、上述した加工対象物切断方法においては、加工対象物１０の裏面１０ｂと強化ガ
ラス板２０の表面２０ａとを表面活性化接合により直接接合する態様を示したが、加工対
象物１０の裏面１０ｂと強化ガラス板２０の表面２０ａとの接合の態様はこれに限定され
ない。例えば、加工対象物１０の裏面１０ｂと強化ガラス板２０の表面２０ａとを、樹脂
や金属等からなる所定の接着層を介して互いに接合することができる。
【００４５】
　また、加工対象物１０は、上述したものに限定されない。例えば、加工対象物１０は、
半導体レーザ素子のための半導体層４を含むものとしたが、他の半導体素子のための半導
体層を含むものであってもよい。或いは、加工対象物１０は、半導体層４の表面４ａに電
極が設けられたものでもよいし、半導体基板２のみからなるものでよもよい。さらには、
加工対象物１０は、半導体でなくてもよい。
【００４６】
　さらに、上述した加工対象物切断方法においては、強化ガラス板２０として化学強化ガ
ラスからなるものを例示したが、強化ガラス板２０は、例えば、通常のガラスを加熱・急
冷して作製される強化ガラスからなるものとすることができる。
【符号の説明】
【００４７】
　５…切断予定ライン、７…改質領域、１０…加工対象物、１０ａ…表面（他方の面）、
１０ｂ…裏面（一方の面）、１７…亀裂、２０…強化ガラス板、２０ａ…表面、２０ｂ…
裏面、Ｌ…レーザ光。
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